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Mitsubishi Electric e Universidade de Toquio quantificam fatores para
reduzir a resisténcia dos semicondutores de poténcia de SiC em dois tercos

TOQUIO, 5 de dezembro de 2017 — A Mitsubishi Electric Corporation (TOQUIO: 6503) e a Universidade
de Téquio anunciaram hoje que acreditam ser os primeiros a quantificar os impactos de trés mecanismos de
dispersdo de eletrdes para determinagdo da resisténcia de dispositivos semicondutores de poténcia de
carboneto de silicio (SiC) em modulos de semicondutores de poténcia. Concluiram que a resisténcia sob a
interface do SiC pode ser reduzida em dois ter¢os ao suprimir a dispersdo de eletrdes pelas cargas, uma
descoberta que se espera ajudar a reduzir o consumo de energia em equipamentos elétricos por diminuir a

resisténcia dos semicondutores de poténcia de SiC.

A Mitsubishi Electric continuard a melhorar o design e as especificacdes do seu transistor de efeito de campo
com semicondutor em 6xido metalico de SiC (SiC MOSFET) para diminuir ainda mais a resisténcia de
dispositivos semicondutores de poténcia de SiC. Esta conclusdo da pesquisa foi inicialmente anunciada na
The International Electron Devices Meeting (IEDM2017) em Sdo Francisco, na Califérnia, a 4 de dezembro
(PST).
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O impacto que as cargas e as vibragdes atdmicas tém na dispersdo de eletrdes sob a interface do SiC revelou
ser dominante nas analises de dispositivos fabricados da Mitsubishi Electric. A dispersdo de eletrdes relativa
a vibracdo atomica foi medida utilizando tecnologia da Universidade de Toquio. Apesar de ser reconhecido
que a dispersao de eletrdes sob a interface do SiC ¢ limitada por trés fatores, nomeadamente, a rugosidade da
interface do SiC, as cargas sob a interface do SiC e a vibragdo atomica (ver Fig. 1), a contribui¢do de cada
fator era pouco clara. Fabricou-se um SiC-MOSFET tipo planar no qual os eletrdes se afastam da interface
do SiC até varios nanometros para confirmar o impacto das cargas. Como resultado, a Mitsubishi Electric e a
Universidade de Toquio obtiveram uma confirmacgdo sem precedentes de que a rugosidade da interface do
SiC tem pouco impacto enquanto as cargas e a vibragdo atomica sao fatores dominantes (ver Fig. 2).

Em comparacdo com um dispositivo SiC-MOSFET tipo planar anterior, a resisténcia foi reduzida em dois
tercos devido a supressdo da dispersdo de eletrdes, que foi conseguida fazendo com que os eletrdes se
afastassem das cargas sob a interface do SiC. O dispositivo tipo planar anterior utilizado para comparagéo

tem a mesma estrutura de interface que a do SiC-MOSFET fabricado pela Mitsubishi Electric.

Para o teste, a Mitsubishi Electric foi responsavel pela concegdo, producdo e analise dos fatores limitadores

da resisténcia e a Universidade de Toquio foi responsavel pela medi¢ao dos fatores de dispersao de eletrdes.

Enquadramento
O equipamento elétrico utilizado nos aparelhos eletrénicos domésticos, na maquinaria industrial, em

comboios, etc. requer uma combinagdo de eficiéncia maxima com tamanho minimo. A Mitsubishi Electric
estd a acelerar a utilizagdo de dispositivos semicondutores de poténcia de SiC em modulos semicondutores
de poténcia, que sdo elementos-chave em equipamento elétrico. Os dispositivos semicondutores de poténcia
de SiC oferecem menor resisténcia do que os dispositivos semicondutores de poténcia de Si convencionais.
Por isso, para diminuir ainda mais a sua resisténcia, é importante compreender bem as caracteristicas da
resisténcia sob a interface do SiC. Até agora, no entanto, era dificil medir individualmente os fatores

limitadores da resisténcia que determinam a dispersdo de eletrdes.
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Sobre a Mitsubishi Electric Corporation

Com mais de 90 anos de experiéncia no fornecimento de produtos fiaveis e de alta qualidade, a Mitsubishi
Electric Corporation (TOQUIO:6503) é um lider mundial reconhecido na produgio, marketing e venda de
equipamento elétrico e eletronico utilizado em comunicagdes e processamento de informagao, exploragéo
espacial e comunicagdes por satélite, equipamento eletronico, tecnologia industrial, equipamento de
construcdo, energia e transporte. Integrando o espirito do seu lema empresarial, Changes for the Better, e
do seu lema ambiental, Eco Changes, a Mitsubishi Electric procura ser uma empresa ecoldgica lider a
nivel mundial, enriquecendo a sociedade com tecnologia. A empresa registou vendas de grupo
consolidadas no valor de 4 238,6 mil milhdes de ienes (37,8 mil milhdes de dolares*), no ano fiscal que
terminou a 31 de margo de 2017. Para mais informagoes:

http://www.MitsubishiElectric.com

* A uma taxa de cambio de 112 ienes para o ddlar americano, determinada pelo mercado de cambio de
Toquio a 31 de margo de 2017
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